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１．概要（Summary） 

スパッタリング法によって作製する薄膜に関して、薄膜

の性質に影響を与えるパラメーターは多岐にわたる。これ

らのパラメーターの内、圧力等の主要なものに焦点を絞り、

異なる条件下で成膜した薄膜の微細構造及び組成を調

べるため、京都大学ナノハブテクノロジーハブ拠点の設備

を利用した。これまで Ti 薄膜の作成と評価を行ってきた

が、今回は Al薄膜の作成と評価を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡 

【実験方法】 

直流スパッタリング法により、Ar圧力を 0.3 Pa及び 1.0 

Pa として、Al を成膜した 4 インチ Si ウエハを、□20mm

にへき開し、超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡を

用いて、薄膜表面の観察を行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

直流マグネトロンスパッタリング法により、Ar圧力を 0.3 

Pa及び 1.0 Pa として作製した Al薄膜の超高分解能電

界放出形走査電子顕微鏡により観察した薄膜表面の画

像を Fig. 1(a),(b)に示す。Fig. 1(a)より、0.3 Paで成膜

した薄膜では、微細構造における粒子径が 130nm程度

であり、粒子が密に並んでいることが分かる。 

一方、Fig. 1(b)より、1.0 Pa で成膜した薄膜では、粒

子径は 265 nm 程度であり、Fig. 1(a)の 2 倍程度の粒

子径となることがわかった。圧力が低い条件では、スパッ

タされた Al 粒子の基板入射時のエネルギーが高く、入

射方向に偏りがあるのに対し、圧力が高い条件では、ス

パッタされたAl粒子の基板入射時のエネルギーが低く、

入射方向の均一性が高いため、このことが起因している

と考えられる。 

また、Ti 薄膜の場合は、圧力により粒子間の空隙の程

度に差があったが、Al 薄膜では、圧力による粒子間の空

隙の差は見られなかった。 

 

 

 

 

 

Fig.1  SEM images of thin film surface deposited 

at 0.13 Pa (a) and 1.0 Pa (b). 
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